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OEM: Texas Instruments Diode 1S109 Datasheet

15100, 15101, 15103, 15105, 15107, 15109
Diffundierter Silizium-Gleichrichter

750 mA
100 bis 1000 V Unxu

Dieser Typ ist fir Militiranwendung zugelassen
und unter CV7026 bis CV7030 erhéltlich

Mechanische Daten

Die Geh&useabmessungen entsprechen VASCA S0-16.
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Absolute Grenzwerte

15100 15101 15103 15105 15107 15108 Einh.

Spitzensperrspannung von —85 °C bis +150 “C 100 200 400 600 8OO 1000 W
Richtstrom bei 50 *C 750 T80 T80 TS0 750 750 maA
Periodischer Spitzenstrom bei 50 °C 10 10 10 10 10 10 A
Impulsstrom eine Halbwelle bei 50 Hz und 25 °C 40 40 40 40 40 40 A,
Umgebungstemperatur - =85 bis 54150 = °“C
Lagerungstemperatur - —85 bis +150 =+ °C
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Elektrische Kenndaten (absolute Grenzen)

15100 15101 15103 15105 15107 15109 Einh.

lg Max, Reststrom bei Uggan und +25 °C 1 1 1 1 1 1 A,

g Max. Reststrom bel Uy und +100 °C 50 50 50 50 50 50 A

Up Max., DurchiaBspannung bei 2 A und 425 °C 1. 125 1.2 15 185 125 V
Bemerkungen:

1. Die maximale Arbeitsfrequenz liegt bei 2500 Hz.

2. Die DurchlaBspannung wird impulsméBig gemessen.
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Datasheet

DurchlaBcharakteristik bel 25 °C

Temperatur bel Uppn)

Anderung des Reststroms mit der
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Durchlafspannung ¥ Umgebungstemperatur e
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DurchlaBstrom-Grenzkurve StoBstrom in Abhangigkeit
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